10.1
Sabendo que a resistividade a 300 K de três ligas cobre-níquel com composições 1.12, 2.16 e 3.32% (percentagem em peso de níquel) é, respectivamente, 3.2x10-8 S-1 m, 4.5x10-8 S-1 m e 5.8x10-8 S-1 m, calcule:

a) a condutividade do cobre puro a 300 K;

b) a resistividade residual de uma liga com 2% de níquel.

a) Regra de Nordheim 
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 logo, a variação com o teor de níquel deve ser linear.
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De facto é aproximadamente linear, descrito por uma recta 
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. Logo, de acordo com a Regra de Mathiessen 
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A condutividade do cobre puro é  = 1/T = 5.3x107 S m-1.

b) r (Cu+2%Ni) = 1.18x10-6 S-1 m x 0.02 = 2.4x10-8 S-1 m

10.6
Coloque por ordem crescente da largura da banda proibida os seguintes semicondutores silício (Si), arsenieto de gálio (GaAs) e selenieto de cádmio (CdSe). Justifique a resposta e classifique os semicondutores.

Trata-se em todos os casos de semicondutores intrínsecos porque o Si pertence ao grupo IV, o Ga ao IV-1 e o As ao IV+1, e o Cd ao IV-2 e o Se ao IV+2. Todos têm, em média, 4 electrões de valência para assegurar as ligações. 

A largura da banda proibida depende da electronegatividade (e diferença de electronegatividade) dos elementos envolvidos na ligação. Podemos ver do seguinte modo: quanto mais electronegativos os elementos em ligação, mais localizadas serão estas e menos influem na energia das vizinhas. Assim, prevemos que o “gap” seja menor no Si (Si = 1.90), em seguida no GaAs (Ga = 1.81 As = 2.18) e maior no CdSe (Cd = 1.69 Se = 2.55) (essencialmente por causa da “alta electonegatividade” do Se que torna os electrões mais localizados).

10.7
Considere um semicondutor de silício (Si)  contendo 0.1 % de alumínio (Al).

Esboce o respectivo diagrama de bandas.

Classifique o semicondutor. 

Represente qualitativamente, num mesmo gráfico, o logaritmo das condutividade do semicondutor anterior e do silício puro, em função do inverso da temperatura.

O Al pertence ao grupo IV-1 logo a rede de Si fica deficiente em electrões junto ao alumínio que é uma impureza aceitante. É um semicondutor extrínseco tipo p.
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